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Постановка задачи
Уравнения Узаделя в Ф-параметризации + согласования + ГУ

Предполагаемые материалы:
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Предполагаемые толщины:
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Зависимость ∆𝑠 от
𝑑𝑠 для П и АП-
ориентаций

На конкретной толщине
существует максимальная 
разность          между  
П- и АП-ориентациями
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𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝑑𝑠

𝑐𝑟𝑖𝑡 для F1S1F2s -
структуры

При увеличении 𝜉𝐹
увеличивается 𝛿𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 сдвигается влево



Пространственные распределения сверхпроводящих 
функций для случая, где наблюдается 𝛿𝑚𝑎𝑥

SF1 F2s

Изменение сверхпроводимости на 𝑆𝐹1-границе ведет к значительному восстановлению 

сверхпроводимости 𝐹2𝑠-интерфейса



Карта параметров для максимальной разности при перемагничивании

вблизи смены знака Δ𝑠 «сила» ССК 𝛿𝑚𝑎𝑥 достигает 0.9-1 Тс !



𝑑𝐹2 = 𝑑𝐹1 + 0.1𝜉𝑆

Пик 𝛿𝑚𝑎𝑥 в окрестности 
смены знака Δ𝑆

При увеличении толщины 𝑑𝑆1
связь границ 𝑆𝐹1 и 𝐹2𝑠
уменьшается

Зависимость от толщины 
ферромагнетиков.



Карта параметров при меньших H



Возможный выход на измерения

Кинетическая индуктивность Критическая температура

+ туннельный ток SF1S1F2sIS-контакта 



В АП-ориентации при 𝑑𝑠 = 𝜉𝑆 параметр порядка Δ𝑆 ≈ 0.3𝑇𝐶 , Θ = 0.1𝜋


